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de ZnO intrinsecos depositados por Spray-Pirélise
Automatizado(SPA)

Everton Alves Suette Rosa, Herval Ramos Paes Jr.

Tendo sido alcancado o objetivo inicial do trabalho,ou seja, analisar a robustez e precisao do
Sistema de Deposicdo de Filmes por Spray-Pirdlise Automatizado (SPA), esta sendo dada
continuidade ao trabalho, que consiste em encontrar os parametros 6timos na deposicdo dos filmes
de ZnO intrinsecos. Tal investigacao torna-se relevante, pois, permite a obtencéo de filmes com maior
qualidade aumentando as perspectivas de aplicacdo ou substiuicdo dos oOxidos condutores
trasparentes utilizados na industria 6ptico-eletrénica. Em linhas gerais, inicialmente foram mantidos
constantes os parametros: fluxo de solucao precursora, concentracéo de solugéo, pressao do gas de
arraste e distancia do bico atomizador. Somente, a temperatura de deposicao foi variada no sentido
de verificar a influéncia desse parametro nas propriedades o6ticas, elétricas e morfoldgicas dos filmes
de ZnO intrinsecos obtidos. Foram analisadas trés temperatudas de deposi¢do a saber: 350, 400 e
450°C. No que tange a morfologia, a temperatura de 400°C foi a que permitiu observar uma morfologia
mais proxima da ideal. Em relagcéo as propriedades oticas, foi constatado que ocorre um aumento de
transmitancia com a elevacao da temperatura de deposi¢ao, consequéncia da reducao da espessura
dos filmes. Quanto menor a espessura do filme depositado, menor é a probabilidade do filme absorver
fétons de energia gerando um aumento de transmitancia. Ja no que diz respeito as propriedades
elétricas, o filme que apresentou a maior condutividade elétrica foi aquele depositado a temperatura
de 450°C. Ademais, todos os filmes apresentaram um comportamento tipico de semicondutores, ou
seja, com o aumento da condutividade com a elevacédo da temperatura.
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Influence of deposition parameters on the properties of intrinsic ZnO
films deposited by Automated Spray-Pyrolysis (SPA)

Everton Alves Suette Rosa, Herval Ramos Paes Jr.

Having achieved the initial objective of the work, that is, to analyze the robustness and
precision of the Automated Spray-Pyrolysis Film Deposition System (SPA), the work is being continued,
which consists of finding the optimal parameters for film deposition of intrinsic ZnO. Such an
investigation becomes relevant, as it allows obtaining films with higher quality, increasing the
perspectives of application or replacement of the transparent conductive oxides used in the optical-
electronic industry. In general terms, the following parameters were initially kept constant: precursor
solution flow, solution concentration, carrier gas pressure and distance from the atomizing nozzle. Only
the deposition temperature was varied in order to verify the influence of this parameter on the optical,
electrical and morphological properties of the intrinsic ZnO films obtained. Three deposition
temperatures were analyzed, namely: 350, 400 and 450°C. With regard to morphology, the temperature
of 400°C was the one that allowed the observation of a morphology closer to the ideal. Regarding the
optical properties, it was found that there is an increase in transmittance with the increase in the
deposition temperature, a consequence of the reduction in the thickness of the films. The smaller the
thickness of the deposited film, the smaller the probability of the film absorbing photons of energy
generating an increase in transmittance. Regarding the electrical properties, the film that presented the
highest electrical conductivity was the one deposited at a temperature of 450°C. Furthermore, all films
showed a typical behavior of semiconductors, that is, with an increase in conductivity with increasing
temperature.
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